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1. Явища переносу у напівпровідникових селективно легованих гетероструктурах з різним типом квантових
ям.

2. Transport phenomena in selectively doped semiconductor heterostructures with different kinds of quantum
wells.

Реферат:
1. Проведені експериментальні дослідження і аналіз механізмів електропровідності, гальваномагнітних та
фотоелектричних явищ в селективно легованих гетероструктурах на основі Ge-Si і напівпровідникових
сполук А3В5 з різними типами квантових ям (КЯ) і -шарами домішки в КЯ або прилеглих шарах бар'єру.
Зроблені чисельні розрахунки енергетичного спектра та рухливості електронів, просторового розподілу
зарядів, величини магнітоопору. На їх основі побудовані моделі, що пояснюють поведінку електронного газу
в рівноважних умовах та в умовах розігріву сильним латеральним електричним полем, в сильних магнітних
полях. Проаналізована роль домішкової зони у формуванні енергетичного спектра електронів, її вплив на
явища переносу в структурах з -шарами домішки в області КЯ. Досліджена залежність параметрів мілкої
домішки від її положення в КЯ. Досліджені електричний і магнітотранспорт в деяких об'ємних
напівпровідникових, полімерних та вуглецевих матеріалах, запропоновані моделі їх низькотемпературної



провідності та перспективи використання для кріогенних сенсорів.

2. There have been carried out experimental investigations and analysis of mechanisms of the electric conduction,
galvanomagnetic and photoelectric phenomena in the selectively doped heterostructures based on Ge-Si and the
III-V semiconductor compounds with different kinds of quantum wells (QW) and -layers of impurity in QW or
adjacent barrier layers. The numerical calculations of the electron energy spectrum and mobility, spatial charge
distribution, and magnetoresistance have been performed. Based on them the models explaining the electron gas
behavior under the equilibrium conditions and conditions of heating by the strong lateral electric field, as well as
in strong magnetic fields have been developed. The role of the impurity band in formation of the electron energy
spectrum and its influence on the lateral transport phenomena in the structures with the -layers of impurity in the
region of QW have been analyzed. The dependence of the shallow impurity parameters on its position in QW has
been explored. The electric transport and magnetotransport have been investigated in some bulk semiconductor,
polymeric, and carbon materials; the models of their low-temperature conduction and perspective application in
cryogenic sensorics have been proposed.
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